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przy tym cienka warstwg przejsciowa o strukturze gradientowego okna optycznego dla transmisji
$wiatla do obszaru fadunku przestrzennego elementu fotowoltaicznego.

[stota urzadzenia do wytwarzania cienkich gradientowych okien optycznych dla baterii
stonecznych na bazie arsenku galu, skladajacego si¢ z nieruchomych czg¢sel oraz ruchomego
slidera jest to, ze komory roztworowe umieszczone sa jedna nad druga 1 rozdzielone przesuwnym
sliderem z komorg roztworowga, w ktérej pionowo usytuowane jest podloze monokrystaliczne,
wchodzace poprzez przesuw shdera w kontakt z roztworem w komorze, zeslizgujacy si¢
swobodnie po jego powierzchni do komory roztworowe.

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, ze poprzez specjalng geometri¢ sposobu kontak-
towania cieklego roztworu wieloskladnikowego z binarnym podiozem, w prosty, powtarzalny 1
tani spos6b mozna wytwarza¢ gradientowe warstwy przejsciowe na powierzchni tego podloza.
Poprzez odpowiedni dobér skiadu roztworu 1 warunkow procesu mozna profilowaé gradient
przerwy energetycznej tej warstwy, mogacej pelni¢ role okna optycznego elementu fotowol-
taicznego.

Urzadzenie wedlug wynalazku przedstawione jest na schematycznym rysunku w przekroju
osiowym.,

Sposobem wedtug wynalazku wytworzono gradientowe okno optyczne Ga-In-P-As na
powierzchni arsenku galu o orientacji <111> A przy temperaturze 800°C. Czterosktadnikowy
roztwor 1 Ga-In-P-As umieszcza si¢ w komorze 2 roztworowe] z komora 3, w ktorej znajduje
sie polikrystaliczny fosforek galu 4, shuzacy do dosycania roztworu 1 cieklego. Po osiggnigciu
stanu nasycenia roztworu, slider 5 kasety 6 popycha si¢ w kierunku komory 2 roztworowej do
oporu. Operacja ta umozliwia swobodny zeslizg roztworu 1 po powierzchni pionowo
ustawionego podloza 7 GaAs <111> A w komorze 8. Roztwor spada swobodnie do komory 9
w dolnej czesci obudowy kasety 6. Przez okres zeslizgu roztworu 1 na powierzchni podtoza 7
powstaje cienka gradientowa warstewka czterosktadnikowego roztworu statego GaxIni.xPyAs;.y.
Dobierajac odpowiedni sklad cieklego roztworu mozna wytwarzaé heterostruktury o walorach
dogodnych do transmisji Swiatta w strukturach baterii stonecznych na bazie GaAs.
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